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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換部と、フローティングディフュージョン部と、前記光電変換部で発生した電荷
を前記フローティングディフュージョン部へ転送する転送部と、前記フローティングディ
フュージョン部の電位に応じた信号を出力する出力部とをそれぞれ含む複数の画素が複数
の列を構成するように配列された画素配列を有する光電変換装置であって、各列について
、
　前記出力部から信号が出力される信号線と、
　ドレインが前記信号線に接続され、ソースが第１の基準電位に接続された負荷トランジ
スタと、
　前記負荷トランジスタのゲートに接続された第１の電極と、第２の基準電位に接続され
た第２の電極とを含む容量素子と、を備え、
　前記光電変換部が配された半導体基板の表面に垂直な方向から見た場合に、前記第１の
電極は、互いに隣接する２つの前記信号線の間に、当該互いに隣接する２つの前記信号線
とは重ならないように配置されている
ことを特徴とする光電変換装置。
【請求項２】
　前記容量素子へバイアス電圧を供給する供給部と、
　オンすることにより前記第１の電極と前記供給部とを接続し、オフすることにより前記
第１の電極と前記供給部との接続を遮断するスイッチと、
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をさらに備え、
　前記容量素子は、前記スイッチがオンしている期間に前記バイアス電圧が前記供給部に
より供給され、前記スイッチがオフしている期間に前記バイアス電圧を保持するとともに
前記負荷トランジスタのゲートに供給する
ことを特徴とする請求項１に記載の光電変換装置。
【請求項３】
　複数の前記容量素子の前記第２の電極には、共通の前記第２の基準電位が接続されてい
る
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の光電変換装置。
【請求項４】
　前記容量素子の容量値をＣｈとし、前記信号線と前記第１の電極との間のカップリング
容量の容量値をＣｐとするとき、Ｃｐ／Ｃｈ＜１／５００である
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項５】
　光電変換部と、フローティングディフュージョン部と、前記光電変換部で発生した電荷
を前記フローティングディフュージョン部へ転送する転送部と、前記フローティングディ
フュージョン部の電圧に応じた信号を出力する出力部とをそれぞれ含む複数の画素が配列
された画素配列と、
　前記出力部から信号が出力される信号線と、
　ドレインが前記信号線に接続され、ソースに第１の基準電位が与えられる負荷トランジ
スタと、
　前記信号線の下に配置され、前記負荷トランジスタのゲートに接続された第１の電極と
、前記第１の電極の下に配置され、第２の基準電位が与えられる第２の電極とを含む容量
素子と、
　前記信号線と前記第１の電極との間に配され、固定電位が与えられるシールドと、を備
えたことを特徴とする光電変換装置。
【請求項６】
　前記容量素子へバイアス電圧を供給する供給部と、
　オンすることにより前記第１の電極と前記供給部とを接続し、オフすることにより前記
第１の電極と前記供給部との接続を遮断するスイッチと、
をさらに備え、
　前記容量素子は、前記スイッチがオンしている期間に前記バイアス電圧が前記供給部に
より供給され、前記スイッチがオフしている期間に前記バイアス電圧を保持するとともに
前記負荷トランジスタのゲートに供給する
ことを特徴とする請求項５に記載の光電変換装置。
【請求項７】
　前記固定電位は、グランド電位である
ことを特徴とする請求項５又は６に記載の光電変換装置。
【請求項８】
　前記画素配列には、前記容量素子が接続された前記負荷トランジスタが接続された前記
信号線が複数設けられ、
　複数の前記容量素子の前記第２の電極には、共通の前記第２の基準電位が接続されてい
る
ことを特徴とする請求項５から７のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項９】
　前記容量素子の容量値をＣｈとし、前記信号線と前記第１の電極との間のカップリング
容量の容量値をＣｐとするとき、Ｃｐ／Ｃｈ＜１／５００である
ことを特徴とする請求項５から８のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の光電変換装置と、
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　前記光電変換装置の撮像面へ像を形成する光学系と、
　前記光電変換装置から出力された信号を処理して画像データを生成する信号処理部と、
を備えたことを特徴とする撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光電変換装置及び撮像システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、固体撮像装置において、光電変換セルにおける増幅トランジスタ４と
垂直信号線８を介して接続された負荷トランジスタ９のゲートにホールド容量２６’を接
続した構成が記載されている（特許文献１の図１参照）。ホールド容量２６’には、スイ
ッチ２７，２８を介して定電流源２５が接続されている。スイッチ２７，２８がオンして
いる期間に、定電流源２５から供給されたバイアス電流がホールド容量２６’によりサン
プリングされる。その後、スイッチ２７，２８がオフしている期間に、そのバイアス電流
がホールド容量２６’によりホールドされる。これにより、特許文献１によれば、負荷ト
ランジスタ９の設定電流の変動を抑えることができるとされている。特許文献２には、固
体撮像装置において、垂直信号線２に設けられた電流源の負荷を構成する電界効果トラン
ジスタ１０のゲート電極とグランドとの間にコンデンサ７を接続することが記載されてい
る（特許文献２の図１参照）。これにより、特許文献２によれば、電界効果トランジスタ
１０のゲート電極の電位の変動を抑制できるので、電界効果トランジスタ１０の供給する
電流に応じた垂直信号線の電位の変動を防止できるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１５２５６５号公報
【特許文献２】特開２００７－１２９４７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、特許文献１には、垂直信号線８とホールド容量２６’との間のカップリング容量
をどのように低減するのかについて記載がない。垂直信号線８とホールド容量２６’との
間のカップリング容量が増大すると、光電変換セルに高輝度の光が入射したことに応じて
垂直信号線８に大きな信号が出力された際に、ホールド容量２６’の保持する電圧も変動
しやすくなる。これにより、負荷トランジスタ９のゲート電圧が変動するので、負荷トラ
ンジスタ９の設定電流の変動が大きくなる可能性がある。また、特開２００７－１２９４
７３号公報には、垂直信号線２とコンデンサ７との間のカップリング容量をどのように低
減するのかについて記載がない。垂直信号線２とコンデンサ７との間のカップリング容量
が増大すると、画素に高輝度の光が入射したことに応じて垂直信号線２に大きな信号が出
力された際に、コンデンサ７の保持する電圧も変動しやすくなる。これにより、電界効果
トランジスタ１０のゲート電圧が変動するので、電界効果トランジスタ１０の供給する定
電流の変動が大きくなる可能性がある。
【０００５】
　本発明は、信号線と容量素子の第１の電極との間のカップリング容量に起因した負荷ト
ランジスタの定電流の変動を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の１つの側面は、光電変換部と、フローティングディフュージョン部と、前記光
電変換部で発生した電荷を前記フローティングディフュージョン部へ転送する転送部と、
前記フローティングディフュージョン部の電位に応じた信号を出力する出力部とをそれぞ
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れ含む複数の画素が複数の列を構成するように配列された画素配列を有する光電変換装置
であって、各列について、前記出力部から信号が出力される信号線と、ドレインが前記信
号線に接続され、ソースが第１の基準電位に接続された負荷トランジスタと、前記負荷ト
ランジスタのゲートに接続された第１の電極と、第２の基準電位に接続された第２の電極
とを含む容量素子と、を備え、前記光電変換部が配された半導体基板の表面に垂直な方向
から見た場合に、前記第１の電極は、互いに隣接する２つの前記信号線の間に、当該互い
に隣接する２つの前記信号線とは重ならないように配置されている。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、信号線と容量素子における第１の電極との間のカップリング容量に起因
した負荷トランジスタの定電流の変動を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る光電変換装置１００の概略構成を示す図。
【図２】第１実施形態における定電流回路１０３の構成を示す図。
【図３】第１実施形態に係る光電変換装置１００のレイアウト・断面構成を示す図。
【図４】第１実施形態に係る光電変換装置を適用した撮像システムの構成図。
【図５】第２実施形態に係る光電変換装置１００ｉのレイアウト・断面構成を示す図。
【図６】第３実施形態に係る光電変換装置１００ｊのレイアウト・断面構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の第１実施形態に係る光電変換装置１００の構成を、図１を用いて説明する。光
電変換装置１００は、画素配列ＰＡ、垂直走査回路（ＶＳＲ）１０２、信号線ＳＬ１～Ｓ
Ｌｎ、定電流回路１０３、保持回路１０４、出力線１０５、水平走査回路（ＨＳＲ）１０
６、及び出力アンプ１０７を備える。画素配列ＰＡでは、複数の画素Ａ１１～Ｂ２ｎが１
次元状又は２次元状に配列されている。画素Ａ１１は、図２（ｂ）に示すように、光電変
換部５１、転送部５２、フローティングディフュージョン部５３、リセット部５４、及び
出力部５５を含む。なお、図２（ｂ）は、画素Ａ１１の構成を例示的に示しているが、他
の画素の構成も画素Ａ１１と同様である。光電変換部５１は、光に応じた電荷を発生させ
て蓄積する。光電変換部５１は、例えば、フォトダイオードである。転送部５２は、光電
変換部５１で発生した電荷をフローティングディフュージョン部５３へ転送する。転送部
５２は、例えば、転送トランジスタであり、垂直走査回路１０２からアクティブレベルの
転送制御信号がゲートに供給された際にオンすることにより、光電変換部５１で発生した
電荷をフローティングディフュージョン部５３へ転送する。リセット部５４は、フローテ
ィングディフュージョン部５３をリセットするとともに、供給されたリセット電位に応じ
て画素Ａ１１を選択状態および非選択状態のいずれかにする。リセット部５４は、例えば
、リセットトランジスタであり、垂直走査回路１０２からアクティブレベルのリセット制
御信号がゲートに供給された際にオンすることにより、フローティングディフュージョン
部５３をリセットする。リセット部５４は、供給された第１のリセット電位（例えば、Ｈ
レベル）に応じてフローティングディフュージョン部５３の電位を第１の電位にリセット
することにより、画素Ａ１１を選択状態にする。リセット部５４は、供給された第２のリ
セット電位（例えば、Ｌレベル）に応じてフローティングディフュージョン部５３の電位
を第２のリセット電位にリセットすることにより、画素Ａ１１を非選択状態にする。出力
部５５は、フローティングディフュージョン部５３の電位に応じた信号を信号線ＳＬ１へ
出力する。出力部５５は、例えば、増幅トランジスタであり、そのゲート電極がフローテ
ィングディフュージョン部５３と接続している。増幅トランジスタは、信号線ＳＬ１に接
続された後述の負荷トランジスタ２０２とともにソースフォロワ動作を行うことにより、
フローティングディフュージョン部５３の電位に応じた信号を信号線ＳＬ１へ出力する。
すなわち、出力部５５は、リセット部５４によりフローティングディフュージョン部５３
がリセットされた状態でフローティングディフュージョン部５３の電位に応じたノイズ信
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号を信号線ＳＬ１へ出力する。出力部５５は、転送部５２により光電変換部５１の電荷が
フローティングディフュージョン部５３へ転送された状態でフローティングディフュージ
ョン部５３の電位に応じた光信号を信号線ＳＬ１へ出力する。なお、画素Ａ１１は、選択
部（図示せず）を含む構成でもよい。この場合、選択部は、垂直走査回路１０２によって
制御される選択制御信号に応じて画素Ａ１１を選択状態および非選択状態のいずれかの状
態に設定する。選択部は、例えば、選択トランジスタであり、垂直走査回路１０２からア
クティブレベルの選択制御信号がゲートに供給された際にオンすることにより、画素Ａ１
１を選択状態にする。選択部は、垂直走査回路１０２からノンアクティブレベルの選択制
御信号がゲートに供給された際にオフすることにより、画素Ａ１１を非選択状態にする。
垂直走査回路１０２は、画素配列ＰＡを垂直方向に走査するように画素配列ＰＡにおける
信号を読み出すべき読み出し行を選択し、読み出し行から複数の信号線ＳＬ（ＳＬ１～Ｓ
Ｌｎ）へ信号が出力されるようにする。図１に示す定電流回路１０３は、複数の信号線Ｓ
Ｌ（ＳＬ１～ＳＬｎ）に接続された複数の負荷トランジスタ２０２を含む。負荷トランジ
スタ２０２は、その接続された信号線ＳＬへ定電流を供給する。保持回路１０４は、複数
の信号線ＳＬ（ＳＬ１～ＳＬｎ）を介して読み出し行から出力された複数列の信号（ノイ
ズ信号、光信号）を一時的に保持する。水平走査回路１０６は、保持回路１０４を水平方
向に走査するように、保持回路１０４に保持された複数列の信号（ノイズ信号、光信号）
が順次に出力線１０５を介して出力アンプ１０７へ転送されるようにする。出力アンプ１
０７は、転送された信号（ノイズ信号、光信号）に応じて画像信号を生成する。例えば、
出力アンプは、ノイズ信号と光信号との差分をとることにより画像信号を生成する。出力
アンプ１０７は、生成した画像信号を後段（後述の撮像信号処理回路９５）へ出力する。
なお、光電変換装置１００は、各列の画素配列ＰＡと保持回路１０４との間にアンプやク
ランプ回路を有していてもよい。そして、保持回路１０４で保持する信号は、前述のノイ
ズ信号ではなくアンプのオフセットを含む信号であってもよい。
【００１０】
　次に、定電流回路１０３の構成を、図２（ａ）を用いて説明する。図２（ａ）は、定電
流回路１０３の簡略化した等価回路図である。定電流回路１０３は、バイアス供給回路（
供給部）２０１、共通ゲート線２０３、及び複数の電流源回路１０３１～１０３ｎを含む
。バイアス供給回路２０１は、共通ゲート線２０３を介して複数の電流源回路１０３１～
１０３ｎのそれぞれへバイアス電圧を供給する。複数の電流源回路１０３１～１０３ｎは
、共通の基準電位線ＧＬを介して第２の基準電位に接続されている。第２の基準電位は、
例えば、グランド電位であり、その場合、基準電位線ＧＬは、グランド線である。複数の
電流源回路１０３１～１０３ｎは、基準電位線ＧＬを介して共通の第２の基準電位を受け
る。バイアス供給回路２０１は、２つのカレントミラー回路と１つのトランジスタとを用
いて構成されている。複数の電流源回路１０３１～１０３ｎは、画素配列ＰＡの複数列、
つまり複数の信号線ＳＬ１～ＳＬｎに対応して設けられている。電流源回路１０３１は、
負荷トランジスタ２０２、ホールド容量（容量素子）２０４、及びスイッチ２０５を含む
。負荷トランジスタ２０２は、ドレインが信号線ＳＬに接続され、ソースが基準電位線Ｇ
Ｌを介して第１の基準電位に接続され、ゲートが後述の第１の電極２０４１とスイッチ２
０５とに接続されている。この実施形態では、第１の基準電位と第２の基準電位とが等し
いが、第１の基準電位と第２の基準電位とが異なってもよい。第１の基準電位は、例えば
、グランド電位である。第１の基準電位と第２の基準電位とが異なる場合には、負荷トラ
ンジスタ２０２のソースは、基準電位線ＧＬとは異なる基準電位線を介して第１の基準電
位に接続される。また、複数の負荷トランジスタ２０２のソースは、それらに対して共通
の第１の基準電位を供給する基準電位線に接続されていてもよい。この異なる基準電位線
は、例えば、グランド線である。負荷トランジスタ２０２は、定電流源の負荷を構成し、
ゲートに供給された電圧に応じた定電流を信号線ＳＬに供給する。ホールド容量２０４は
、共通ゲート線２０３と基準電位線ＧＬとの間に設けられている。ホールド容量２０４は
、第１の電極２０４１及び第２の電極２０４２を含む。第１の電極２０４１は、負荷トラ
ンジスタ２０２のゲートに接続されている。第２の電極２０４２は、基準電位線ＧＬを介
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して第２の基準電位に接続されている。スイッチ２０５は、オンすることによりホールド
容量２０４と共通ゲート線２０３とを接続し、オフすることによりホールド容量２０４と
共通ゲート線２０３との接続を遮断する。ホールド容量２０４は、スイッチ２０５がオン
した際に、バイアス供給回路２０１から供給されたバイアス電圧を負荷トランジスタ２０
２のゲートに供給する。図２（ｂ）は、図２（ａ）における１列分の構成を画素とともに
示した図である。各信号線ＳＬには複数の画素が接続されているが、図２（ｂ）では１画
素だけを図示している。図２（ｂ）に示すように、信号線ＳＬと第１の電極２０４１との
間にはカップリング容量３０４が存在する。上記の光信号・ノイズ信号を保持回路へ転送
する期間以外の期間において、各列のスイッチ２０５がＯＮされ、共通ゲート線２０３か
らバイアス電圧がホールド容量２０４にサンプリングされる。その後、光信号・ノイズ信
号を信号線ＳＬ経由で保持回路１０４へ転送する期間（Ｓ読み期間・Ｎ読み期間）におい
て、各列のスイッチ２０５がＯＦＦされ、ホールド容量２０４がバイアス電圧を保持（ホ
ールド）する。これにより、各列の負荷トランジスタ２０２のゲート電位の変動は抑制さ
れる。そのため、共通ゲート線２０３にノイズが重畳された際における、負荷トランジス
タ２０２のゲート電位の変動を抑制することができる。つまり、共通ゲート線２０３にノ
イズが重畳された際においても、定電流を略一定に保つことができる。
【００１１】
　次に、信号線ＳＬとホールド容量２０４の第１の電極２０４１との位置関係を、図３を
用いて説明する。図３（ａ）は、信号線ＳＬとホールド容量２０４の第１の電極２０４１
とスイッチ２０５のレイアウト構成を示す図である。図３（ｂ）は図３（ａ）のＡ－Ａ’
断面である。ホールド容量２０４の第１の電極２０４１は、ポリシリコン電極５０２を含
む。図３（ａ）において、負荷トランジスタ２０２のゲート電極に接続されたホールド容
量２０４の第１の電極２０４１は、ポリシリコン電極５０２を含む。ポリシリコン電極５
０２は、信号線ＳＬと共通ゲート線２０３とが交差する箇所の近傍にレイアウトされてい
る。ポリシリコン電極５０２は、スイッチ２０５、コンタクトホール５０３を介して共通
ゲート線２０３と接続されている。図３（ｂ）に示すように、ホールド容量２０４の第２
の電極（基準電極）２０４２は、ｐ型ウェル５０１を含む。ｐ型ウェル５０１は、半導体
基板ＳＢにおけるｎ型領域５００の上に形成されている。本実施形態では、ｐ型ウェル５
０１（第２の電極２０４２）が共通の基準電位線ＧＬ（不図示）を介して第２の基準電位
に接続されている。第２の基準電位は、例えば、グランド電位でありうるが、グランド電
位でなくともよく、固定値の基準電位であればよい。ｐ型ウェル５０１に対向し、ゲート
絶縁膜（酸化膜）５０４を介して、ポリシリコン電極５０２が配され、ホールド容量２０
４を構成している。一方、信号線ＳＬは、例えば、多層配線構造における最下層（第１層
目）のアルミニウム（以下、ＡＬ）配線層に含まれている。多層配線構造におけるＡＬ配
線層間は層間絶縁膜５０５で充填されている。信号線ＳＬは、ゲート絶縁膜５０４及び層
間絶縁膜５０５を介して半導体基板ＳＢの上に配されている。
【００１２】
　ここで、画素配列における画素間のピッチが縮小するにつれ、ホールド容量２０４の第
１の電極２０１と信号線ＳＬとが近接して配置されるため、両者の間のカップリング容量
３０４（図２（ｂ））が増大する傾向にある。上記の光信号・ノイズ信号を信号線ＳＬ経
由で保持回路１０４へ転送する期間（Ｓ読み期間・Ｎ読み期間）において、ホールド容量
２０４と共通ゲート線２０３との間のスイッチ２０５は、ＯＦＦされる。ホールド容量２
０４は、負荷トランジスタ２０２のゲート電圧を保持している。信号読み出し時に、信号
線ＳＬの電位がΔＶ変動したとする。このときスイッチ２０５はＯＦＦしている。ホール
ド容量２０４の容量値をＣｈとし、信号線ＳＬとホールド容量２０４の第１の電極２０４
１との間のカップリング容量の容量値をＣｐとすると、負荷トランジスタ２０２のゲート
電位は次式で表されるΔＶ’だけ変動する。
　　　　　　ΔＶ’　＝　ΔＶ　×　（　Ｃｐ　／　Ｃｈ　）　・・・　（１）
このときの定電流の変動量ΔＩは次式となる。
　　　　　　ΔＩ　＝　ΔＶ’　×　ｇｍ　　　　　　　　　　・・・　（２）
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数式（２）において、ｇｍは負荷トランジスタの相互コンダクタンスである。数式（１）
、（２）によれば、画素配列の一部の画素に大きな信号が入射し、信号線ＳＬの電位が大
きく変動すると、負荷トランジスタ２０２によって信号線ＳＬへ供給される定電流が変動
する。定電流の変動分は、全列で共通に接続された基準電位線（例えば、グランド線）に
流れる。基準電位線は一般的に少なからず抵抗を有するので、異なる電流源回路１０３の
間で電位差が生じる。列毎の第２の基準電位（例えば、グランド電位）の変動は、信号線
ＳＬにより伝達された信号に応じた画像に影響を与えてしまう。特に、複数の負荷トラン
ジスタ２０２のソースが共通の第１の基準電位に接続されている場合には、画像に「横ス
ミア」を発生させる可能性がある。横スミアとは、画像における高輝度の被写体の左右に
帯状の影ができる現象である。ここで、負荷トランジスタ２０２が供給する定電流の変動
を抑制するためには、数式（１）に示されるように、ホールド容量の容量値を大きくする
ことも考えられる。この時、ホールド容量の容量値は少なくとも１００ｆＦ以上とするこ
とが好ましい。しかし、画素ピッチが縮小されることに伴い、ホールド容量を形成する面
積も制限されるため、ホールド容量の容量値を大きくすることには限界がある。また、カ
ップリング容量３０４が大きくなると、信号線ＳＬの変動による、ホールド容量２０４の
第１の電極２０４１の電位の変動が大きくなる。このように、画素配列における画素間の
ピッチが縮小することに伴い、カップリング容量３０４の影響が無視できなくなってきて
いる。
【００１３】
　一方、本実施形態では、ホールド容量２０４の第１の電極２０４１（ポリシリコン電極
５０２）と信号線ＳＬ（ＡＬ配線）とは、半導体基板ＳＢに垂直な方向で重なりをもたな
いよう、第１の電極２０４１と信号線ＳＬとの間にオフセットをもって配置されている。
言い換えると、信号線ＳＬは、半導体基板ＳＢの表面に垂直な方向、すなわち光電変換部
５１の受光面に垂直な方向から見た場合に、第１の電極２０４１（ポリシリコン電極５０
２）に重ならないように配されている。このように、ホールド容量２０４の第１の電極２
０４１（ポリシリコン電極５０２）と信号線ＳＬ（ＡＬ配線）とを両者の間にオフセット
をもたせて配置することより、カップリング容量３０４の容量値Ｃｐを小さくすることが
できる。これにより、数式（１）における（Ｃｐ／Ｃｈ）を小さくできる。すなわち、
　　　Ｃｐ／Ｃｈ＜１／５００　　　　　　　　　　　　　　　・・・　（３）
とすることができる。ここで、（Ｃｐ／Ｃｈ）が（１／５００）以上になると、数式（２
）における定電流の変動量ΔＩが閾値より大きくなる。定電流の変動量ΔＩが閾値より大
きくなると、信号線により伝達された信号に応じた画像において「横スミア」の影響が目
立つようになる。一方、数式（３）を満たす場合、定電流の変動量ΔＩを閾値以下に抑え
ることができる。すなわち、信号線ＳＬとホールド容量２０４の第１の電極２０４１との
間のカップリング容量３０４に起因した負荷トランジスタ２０２が流す定電流の変動を抑
制することができる。この結果、信号線ＳＬにより伝達された信号に応じた画像において
「横スミア」の影響が目立たないようにすることができる。なお、信号線ＳＬは、ＡＬ配
線としたが、例えば銅（Ｃｕ）などの他の材料で構成されていてもよい。また、同様にホ
ールド容量２０４の第１の電極は、ポリシリコン電極としたが、他の材料の電極でもよい
。少なくとも、数式（３）の関係をみたしていればよい。さらに、信号線ＳＬとポリシリ
コン電極５０２との間の層間絶縁膜５０５を厚くすることにより、信号線ＳＬとホールド
容量２０４の第１の電極との間のカップリング容量３０４を低減しても良い。また、共通
ゲート線２０３は、光電変換部５１の受光面に垂直な方向から見た場合に、信号線ＳＬに
交差する方向において、ポリシリコン電極（第１の電極）５０２に重ならないように配さ
れている。これにより、ホールド容量２０４の第１の電極２０４１（ポリシリコン電極５
０２）と共通ゲート線２０３との間のカップリング容量を低減することができる。この結
果、共通ゲート線２０３とホールド容量２０４の第１の電極との間のカップリング容量に
起因した負荷トランジスタ２０２が供給する定電流の変動も抑制することができる。
【００１４】
　次に、本発明の光電変換装置を適用した撮像システムの一例を図４に示す。撮像システ
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ム９０は、図４に示すように、主として、光学系、撮像装置８６及び信号処理部を備える
。光学系は、主として、シャッター９１、レンズ９２及び絞り９３を備える。撮像装置８
６は、光電変換装置１００を含む。信号処理部は、主として、撮像信号処理回路９５、Ａ
／Ｄ変換器９６、画像信号処理部９７、メモリ部８７、外部Ｉ／Ｆ部８９、タイミング発
生部９８、全体制御・演算部９９、記録媒体８８及び記録媒体制御Ｉ／Ｆ部９４を備える
。なお、信号処理部は、記録媒体８８を備えなくても良い。シャッター９１は、光路上に
おいてレンズ９２の手前に設けられ、露出を制御する。レンズ９２は、入射した光を屈折
させて、撮像装置８６の光電変換装置１００の撮像面に被写体の像を形成する。絞り９３
は、光路上においてレンズ９２と光電変換装置１００との間に設けられ、レンズ９２を通
過後に光電変換装置１００へ導かれる光の量を調節する。撮像装置８６の光電変換装置１
００は、光電変換装置１００の撮像面に形成された被写体の像を画像信号に変換する。撮
像装置８６は、その画像信号を光電変換装置１００から読み出して出力する。撮像信号処
理回路９５は、撮像装置８６に接続されており、撮像装置８６から出力された画像信号を
処理する。Ａ／Ｄ変換器９６は、撮像信号処理回路９５に接続されており、撮像信号処理
回路９５から出力された処理後の画像信号（アナログ信号）を画像信号（デジタル信号）
へ変換する。画像信号処理部９７は、Ａ／Ｄ変換器９６に接続されており、Ａ／Ｄ変換器
９６から出力された画像信号（デジタル信号）に各種の補正等の演算処理を行い、画像デ
ータを生成する。この画像データは、メモリ部８７、外部Ｉ／Ｆ部８９、全体制御・演算
部９９及び記録媒体制御Ｉ／Ｆ部９４などへ供給される。メモリ部８７は、画像信号処理
部９７に接続されており、画像信号処理部９７から出力された画像データを記憶する。外
部Ｉ／Ｆ部８９は、画像信号処理部９７に接続されている。これにより、画像信号処理部
９７から出力された画像データを、外部Ｉ／Ｆ部８９を介して外部の機器（パソコン等）
へ転送する。タイミング発生部９８は、撮像装置８６、撮像信号処理回路９５、Ａ／Ｄ変
換器９６及び画像信号処理部９７に接続されている。これにより、撮像装置８６、撮像信
号処理回路９５、Ａ／Ｄ変換器９６及び画像信号処理部９７へタイミング信号を供給する
。そして、撮像装置８６、撮像信号処理回路９５、Ａ／Ｄ変換器９６及び画像信号処理部
９７がタイミング信号に同期して動作する。全体制御・演算部９９は、タイミング発生部
９８、画像信号処理部９７及び記録媒体制御Ｉ／Ｆ部９４に接続されており、タイミング
発生部９８、画像信号処理部９７及び記録媒体制御Ｉ／Ｆ部９４を全体的に制御する。記
録媒体８８は、記録媒体制御Ｉ／Ｆ部９４に取り外し可能に接続されている。これにより
、画像信号処理部９７から出力された画像データを、記録媒体制御Ｉ／Ｆ部９４を介して
記録媒体８８へ記録する。以上の構成により、光電変換装置１００において良好な画像信
号が得られれば、良好な画像（画像データ）を得ることができる。
【００１５】
　次に、本発明の第２実施形態に係る光電変換装置１００ｉについて、図５を用いて説明
する。図５（ａ）は、信号線ＳＬｉとホールド容量２０４の第１の電極２０４１とのレイ
アウト構成を示す図である。図５（ｂ）は、図５（ａ）のＢ－Ｂ’断面である。以下では
、第１実施形態と異なる点を中心に説明する。図５に示すように、光電変換装置１００ｉ
は、信号線ＳＬｉと第１の電極２０４１（ポリシリコン電極５０２）との間に配されたシ
ールド（あるいはシールド層）６００ｉをさらに備える。シールド６００ｉは、例えば、
多層配線構造における最下層（第１層目）のＡＬ配線層に含まれている。信号線ＳＬｉは
、例えば、多層配線構造における最下層より上の層（第２層目）のＡＬ配線層に含まれて
いる。共通ゲート線２０３は、例えば、多層配線構造における最下層（第１層目）のＡＬ
配線層に含まれている。図５（ｂ）において、シールド６００ｉは、信号線ＳＬｉとポリ
シリコン電極５０２との間に位置し、信号線ＳＬｉとポリシリコン電極５０２との間の容
量カップリングを抑制している。具体的には、シールド６００ｉは、導電線（図示せず）
を介して固定電位に接続されている。固定電位は、グランド電位とすることができる。固
定電位は、少なくとも電位が固定されていれば他の電位であっても良い。この構成により
、信号線ＳＬｉとポリシリコン電極５０２とが平面的に（光電変換部５１の受光面に垂直
な方向から見た場合に）重なる位置にレイアウトされても、両者のカップリング容量３０
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における画素ピッチが第１実施形態より微細になった場合でも、数式（１）における（Ｃ
ｐ／Ｃｈ）を小さくできる。すなわち、数式（３）を満たすように、（Ｃｐ／Ｃｈ）を小
さくできる。これにより、信号線とホールド容量の第１の電極との間のカップリング容量
に起因した負荷トランジスタが流す定電流の変動を抑制することができる。
【００１６】
　次に、本発明の第３実施形態に係る光電変換装置１００ｊについて、図６を用いて説明
する。図６（ａ）は、信号線ＳＬｊとホールド容量２０４ｊの第１の電極２０４１ｊとの
レイアウト構成を示す図である。図６（ｂ）は、図６（ａ）のＣ－Ｃ’断面である。以下
では、第１実施形態と異なる点を中心に説明する。図６に示すように、光電変換装置１０
０ｊでは、信号線ＳＬｊが、半導体基板ＳＢの表面に垂直な方向、すなわち光電変換部５
１の受光面に垂直な方向から見た場合に、第１の電極２０４ｊ（ポリシリコン電極５０２
）に重なるように配されている。これにより、信号線ＳＬｊとホールド容量２０４ｊの第
１の電極２０４１ｊとの間のカップリング容量の影響が無視できなくなる可能性がある。
この場合でも、信号線ＳＬｊが、例えば、多層配線構造における最下層より上の層（第２
層目）のＡＬ配線層に含まれている。これにより、光電変換部５１の受光面からの信号線
ＳＬｊとホールド容量２０４ｊの第１の電極２０４１ｊとの間の高さの差が第１実施形態
に比べて大きくなっている。この構成により、信号線ＳＬｊとポリシリコン電極５０２と
が平面的に（光電変換部５１の受光面に垂直な方向から見た場合に）重なる位置にレイア
ウトされていても、両者のカップリング容量３０４（図２（ｂ）参照）の容量値Ｃｐを充
分に小さくすることができる。従って、画素配列における画素ピッチが第１実施形態より
微細になった場合でも、数式（１）における（Ｃｐ／Ｃｈ）を小さくできる。すなわち、
数式（３）を満たすように、（Ｃｐ／Ｃｈ）を小さくできる。これにより、信号線とホー
ルド容量の第１の電極との間のカップリング容量３０４に起因した負荷トランジスタ２０
２ｊが流す定電流の変動を抑制することができる。なお、信号線ＳＬｊは、多層配線構造
における第２層目より上の第ｎ層（ｎは３より大きい整数）に含まれていてもよい。また
、信号線ＳＬｊとポリシリコン電極５０２との間の層間絶縁膜５０５の厚さを厚くするこ
とにより、カップリング容量３０４（図２（ｂ）参照）の容量値Ｃｐを充分に小さくする
ことができる。また、信号線ＳＬｊが多層配線構造における最下層（第１層目）の配線層
に含まれる場合には、信号線ＳＬｊとポリシリコン電極５０２との平面距離（光電変換部
５１の受光面に沿った方向の距離）を少し離すことができる。すなわち、信号線ＳＬｊと
ポリシリコン電極５０２とが平面的に（光電変換部５１の受光面に垂直な方向から見た場
合に）重ならない位置にレイアウトされてもよい。この場合、第１実施形態の効果に加え
て、光電変換部５１の受光面からの信号線ＳＬｊとポリシリコン電極５０２との高さの差
が大きくなったことによるカップリング容量の低減の効果を得ることができる。
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